
ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                        3° ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  Ι
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2001

Θέµα 1°. α) Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο της φωτοεκποµπής. (1 µονάδα)
β) Στο κύκλωµα του σχήµατος (1α) να βρεθεί ο αριθµός των απαιτούµενων διόδων και η τιµή

της αντίστασης R, έτσι ώστε να είναι Vo= 4,5 V. Οι δίοδοι έχουν χαρακτηριστική ρεύµατος−τάσης (iD

−υD) όπως αυτή του σχήµατος (1β) και µέγιστη ισχύ 50 mW.             (2 µονάδες)
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Σχήµα 1

Θέµα 2°. α) Να βρεθεί η αναλυτική έκφραση για τον συντελεστή σταθερότητας της συνεχούς
τάσης εξόδου µε τη θερµοκρασία (∂VCQ /∂T) σε κύκλωµα πόλωσης εκποµπού. Το β θεωρείται
σταθερό.                     (1,5 µονάδες)

β) Στον ενισχυτή του σχήµατος 2 µε Rc= 3,3 kΩ, RL=2 kΩ, R1= 100 kΩ, R2 = 10 kΩ και RΕ=
3,3 kΩ να υπολογιστούν οι τιµές των VCQ και ICQ. Στη συνέχεια να σχεδιαστεί το ισοδύναµο κύκλωµα
στο ac και να βρεθεί η αναλυτική έκφραση για την ενίσχυση Vout/Vs. Να υπολογιστεί επίσης το
µέγιστο πλάτος του σήµατος Vs της γεννήτριας, ώστε να µην ψαλιδίζεται το σήµα Vout στην έξοδο,
όταν η αντίσταση εξόδου της γεννήτριας είναι Rs= 600 Ω. Για το τρανζίστορ ισχύουν: VBE= 0,7 Volt,
β= 100, rbb'= 100 Ω,  ICO≈0, VCEsat= 0,2 Volt .

 (2,5 µονάδες)
 

Θέµα 3°.   Στον ενισχυτή του σχήµατος 3 θα χρησιµοποιηθεί οικογένεια τρανζίστορ MOSFET
για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει όρια τιµών για το k και το Vt τα εξής: 1V ≤ Vt ≤ 2V,   0,3 mA/V2

≤ k ≤ 0,5 mA/V2. Είναι επίσης VDD= 9 V και τα επιθυµητά όρια για το ID:  0,5 mA ≤ ID ≤ 1 mA. Nα
βρεθούν οι αντιστάσεις R1, R2, RD και RS ώστε µε οποιοδήποτε από τα MOSFET η τιµή του ID να
είναι µέσα στα όρια και το µέγιστο πλάτος σήµατος στην έξοδο (για λειτουργία µετά τη φραγή) να
είναι 0,5 V. H µέγιστη τιµή διαθέσιµης αντίστασης είναι 10 ΜΩ.                      (3 µονάδες)
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ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                              3° ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  Ι
∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2001

Θέµα 1°. α) Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα της ιονικής εµφύτευσης σε σχέση µε τη διάχυση;
         (1 µονάδα)

β) Στο κύκλωµα του σχήµατος (1α) οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές µε χαρακτηριστική όπως
στο σχήµα 1β, R1= R3= 5 Ω και R2= 10 Ω. Να σχεδιαστεί η συνάρτηση µεταφοράς V2= f(V1) για
τιµές −10V ≤ V1 ≤ 10V.                          (2 µονάδες)
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Σχήµα  1

Θέµα 2°. Στον ενισχυτή κοινής βάσης του σχήµατος 2 είναι VCC= 9 Volt, RΕ= 1 kΩ, Rc= 2,2
kΩ, RL=4,7 kΩ, R1=R2 = 220 kΩ και Rs= 600 Ω. Για το τρανζίστορ ισχύουν: VBE= 0,6 Volt, β= 100,
rbb'= 100 Ω,  ICO≈0, VCEsat= 0,1 Volt και rce=100 kΩ.
α) Nα βρεθεί το σηµείο λειτουργίας του τρανζίστορ (VCEQ, VCQ, ICQ)           (1 µονάδα)
β) Με τη χρήση του υβριδικού-π ισοδυνάµου του τρανζίστορ να βρεθεί η αναλυτική έκφραση της
αντίστασης εισόδου Rin και εξόδου Rout του ενισχυτή καθώς και της ενίσχυσης Vout/VS συναρτήσει
των παραµέτρων του κυκλώµατος. Στη συνέχεια να υπολογιστούν οι τιµές των αντιστάσεων Rin και
Rout καθώς και της τάσης εξόδου για VS = 1 Vp-p                 (2  µονάδες)

Θέµα 3°.  α) Να σχεδιαστούν η δοµή και οι χαρακτηριστικές ID−VDS ενός ΜΟSFET διαύλου n
(µε δίαυλο κάτω από το µονωτικό) και να περιγραφούν σύντοµα οι τρόποι λειτουργίας του.      

           (1 µονάδα)
β) Στον ενισχυτή του σχήµατος 3 θα χρησιµοποιηθεί το FET 2Ν5459 για το οποίο ο

κατασκευαστής δίνει όρια τιµών για το IDSS και VP τα εξής: −8V ≤ VP ≤ −2V,  4 mA ≤ IDSS ≤ 16 mA
(το µέγιστο IDSS αντιστοιχεί στο µέγιστο  VP  ). Είναι επίσης R1//R2= 100 kΩ, VDD= 25 V, RD=3,3
kΩ και επιθυµητό ID= 2 mA. Nα βρεθούν οι αντιστάσεις R1, R2 και RS ώστε µε οποιοδήποτε FET
2Ν5459 η τιµή του ID να αλλάζει το πολύ ±15%.                     (3 µονάδες)
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ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                        3° ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  Ι
Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2000

Θέµα 1°. α) Φαινόµενο σήραγγας: περιγραφή και εξήγηση, ενεργειακό διάγραµµα για µικρή
ορθή πόλωση V<Vp, χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος διόδου σήραγγας και χαρακτηριστικά της.

(1 µονάδα)

β) Στο κύκλωµα του σχήµατος (1α) να βρεθεί η αναλυτική έκφραση για την τάση υD(t) και το
ρεύµα iD(t) της διόδου. Η δίοδος έχει χαρακτηριστική ρεύµατος−τάσης (iD−υD) όπως αυτή του
σχήµατος (1β).                                              (2 µονάδες)
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Σχήµα 1

Θέµα 2°. α) Πόλωση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων: κύκλωµα �καθρέφτη ρεύµατος�, περι-
γραφή λειτουργίας για παροχή (source) και απορρόφηση (sink) ρεύµατος, εξισώσεις.   (1 µονάδα)

β) Στο κύκλωµα του σχήµατος 2 το τρανζίστορ είναι πυριτίου µε: VBE=0,7 Volt,
β=100, rbb' ≈0 και ICO≈0. Η µεταβλητή αντίσταση R ρυθµίζεται έτσι ώστε η συνεχής τάση στο
συλλέκτη να είναι 8 V. Αν στην είσοδο του κυκλώµατος συνδεθεί σήµα πλάτους Vm= 0,2 V από
πηγή µε Rs=1 kΩ, να υπολογιστεί η διακύµανση του σήµατος στην έξοδο.             (2 µονάδες)

 
Θέµα 3°.  α) Να σχεδιαστούν η χαρακτηριστική µεταφοράς ID−VGS και οι χαρακτηριστικές

εξόδου ID−VDS ενός JFET  διαύλου n  και να περιγραφούν οι περιοχές λειτουργίας του.   (1 µονάδα)

β) Στον ενισχυτή κοινής πηγής του σχήµατος 3 να βρεθεί η αναλυτική έκφραση και η τιµή της
ενίσχυσης Aυ = Vout / Vin , της αντίστασης εισόδου Ζin και εξόδου Ζout, συναρτήσει των παραµέτρων
του κυκλώµατος, µε τη χρήση του π-ισοδυνάµου του FET (µε gm και rDS). Οι τιµές των στοιχείων
είναι: RF= 80 kΩ, RG= 60 kΩ, RL= RD= 10 kΩ, gm= 0,002 S και rDS = 50 kΩ.             (3 µονάδες)
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